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(57)摘要

本发明提出一种通过嫁接制备单晶金属的

方法，以已有的金属单晶A为子晶，将其放置在需

要单晶化的金属B上，通过退火工艺处理，嫁接得

到与子晶晶面指数相同的大尺寸单晶金属B。本

发明提出的方法，解决了单晶金属难以制备的问

题，通过退火工艺处理，利用小尺寸( 0 .05～

1cm2)的单晶金属制得了大面积(1～700cm2)的

单晶金属。
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1.一种通过嫁接制备单晶金属的方法，其特征在于，所述方法包括如下步骤：

提供一第一单晶金属及一第一多晶金属；

将所述第一单晶金属放置于所述第一多晶金属之上；

退火，以所述第一单晶金属作为子晶将所述第一多晶金属转换成与所述第一单晶金属

晶面指数相同的第二单晶金属。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法包括如下步骤：

(一)使用任意晶面的第一单晶金属作为嫁接的子晶；

(二)将第一单晶金属放置于需要单晶化的第一多晶金属之上；

(三)将所述第一多晶金属放置于管式炉当中，通入Ar，流量为300sccm以上，然后开始

升温，升温过程持续1～100min；

(四)温度升至900～1500℃时，通入H2气体，H2流量为10～500sccm，Ar流量保持不变，进

行退火过程，退火持续时间为10min～500min；

(五)退火结束后，关闭加热电源，以Ar和H2为保护气体，自然冷却至室温，第一多晶金属

转化成与第一单晶金属相同晶面的第二单晶金属，即完成嫁接制备第二单晶金属的过程。

3.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述第一单晶金属包括但不限于面心

立方晶系、体心立方晶系、六方晶系的单晶金属。

4.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述第一单晶金属的晶面方向包括但

不限于常见的(111)、(110)、(100)和不常见的(211)、(410)、(311)。

5.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，第一单晶金属自然放置于第一多晶金

属之上，不需做任何处理。

6.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，制备的第二单晶金属尺寸为40cm*20cm

及以上。

7.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，第二单晶金属包括但不限于铜、铝、金、

银、铂、钯、镍。

8.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述第一单晶金属、所述第一多晶金属

和所述第二单晶金属均为一箔片；优选的是，所述第一单晶金属的面积为所述第一多晶金

属的面积的1％-50％。

9.一种单晶金属，其特征在于，所述单晶金属为由权利要求1-8任一项所述的方法制备

的第二单晶金属，所述第二单晶金属包括但不限于铜、铝、金、银、铂、钯、镍。

10.根据权利要求9所述的单晶金属，其特征在于，所述第二单晶金属的尺寸为40cm*

20cm及以上。
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一种通过嫁接制备单晶金属的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种单晶金属的方法，尤其涉及一种通过嫁接制备单晶金属的方法，

以已有的金属单晶为子晶，嫁接得到与子晶晶面指数相同的大尺寸单晶金属。

背景技术

[0002] 金属元素是化学元素的主体,是人们生产和生活的主要物质资源。例如钨主要用

于制造合金钢；纯钨则主要用于制造灯炮中的钨丝,也用于电子仪器、光学仪器等。铬是银

白色金属,硬度极高,具有抗腐蚀性,用于电镀和制造特殊钢材。现在,不锈钢及镀铬制品已

在医疗器械、饮具、餐具等领域得到广泛应用。锰钢既坚硬、又坚韧,是制造铁轨、轴承、装甲

板的理想材料。锂是最轻而比热最大的金属元素。锂不仅用于制造超轻合金和锂电池,而且

是尖端技术的重要材料。

[0003] 而目前自然界中存在的金属多为多晶铜，具有晶粒小，晶界多，缺陷密度高等缺

点，这些缺陷大大地降低了他们的导电、导热、力学等性能，使得金属优越的性能不能得以

完全的发挥，在工业应用上会大打折扣，而与之相反的是，单晶金属则可以克服这些缺点，

因此，获得大尺寸单晶金属在工业应用上有非常重要的作用。

发明内容

[0004] 本发明提供一种通过嫁接制备单晶金属的方法，所述方法包括如下步骤：

[0005] 提供一第一单晶金属及一第一多晶金属；

[0006] 将所述第一单晶金属放置于所述第一多晶金属之上；

[0007] 退火，以所述第一单晶金属作为子晶将所述第一多晶金属转换成与所述第一单晶

金属晶面指数相同的第二单晶金属。

[0008] 优选的是，所述方法包括如下步骤：

[0009] (一)使用任意晶面的第一单晶金属作为嫁接的子晶；

[0010] (二)将第一单晶金属放置于需要单晶化的第一多晶金属之上；

[0011] (三)将所述第一多晶金属放置于管式炉当中，通入Ar，流量为300sccm以上，然后

开始升温，升温过程持续1～100min；

[0012] (四)温度升至900～1500℃时，通入H2气体，H2流量为10～500sccm，Ar流量保持不

变，进行退火过程，退火持续时间为10min～500min；

[0013] (五)退火结束后，关闭加热电源，以Ar和H2为保护气体，自然冷却至室温，第一多

晶金属转化成与第一单晶金属相同晶面的第二单晶金属，即完成嫁接制备第二单晶金属的

过程。

[0014] 优选的是，所述第一单晶金属包括但不限于面心立方晶系、体心立方晶系、六方晶

系的单晶金属。

[0015] 优选的是，所述第一单晶金属的晶面方向包括但不限于常见的(111)、(110)、

(100)和不常见的(211)、(410)、(311)。
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[0016] 优选的是，第一单晶金属自然放置于第一多晶金属之上，不需做任何处理。

[0017] 优选的是，制备的第二单晶金属尺寸为40cm*20cm及以上。

[0018] 优选的是，第二单晶金属包括但不限于铜、铝、金、银、铂、钯、镍。

[0019] 优选的是，所述第一单晶金属、所述第一多晶金属和所述第二单晶金属均为一箔

片。

[0020] 优选的是，所述第一单晶金属的面积为所述第一多晶金属的面积的1％-50％。

[0021] 本发明还提供一种单晶金属，所述单晶金属为由上述的方法制备的第二单晶金

属，所述第二单晶金属包括但不限于铜、铝、金、银、铂、钯、镍。

[0022] 优选的是，所述第二单晶金属的尺寸为40cm*20cm及以上。

[0023] 本发明利用已有的单晶铜箔为子晶，放置在需要单晶化的金属B上，通过独特的退

火工艺处理，嫁接得到与子晶晶面指数相同的大尺寸单晶金属B。本发明提出的方法，解决

了单晶金属难以制备的问题，通过退火工艺处理，利用小尺寸(0.05～1cm2)的单晶金属制

得了大面积(1～700cm2)的单晶金属。

[0024] 本发明的优点在于：

[0025] 1.本发明为一种通过嫁接制备单晶金属的方法，包括但不限于单晶铜；

[0026] 2.本发明选用商业上可以购买的的多晶金属作为原料，不需要对金属进行复杂的

预处理，就可以制备出大尺寸单晶金属，极大地降低制备成本；

[0027] 3.本发明首次提出了一种通过嫁接制备单晶金属的方法，制备出的单晶金属尺寸

大、性能优越，具有良好的应用前景。

[0028] 4.本发明方法简单、有效，有助于大尺寸单晶金属的实际应用及工业化生产

附图说明

[0029] 图1为用已有的单晶金属A作为子晶，嫁接制备单晶金属B的过程示意图。

[0030] 图2为以Cu(111)为例作为单晶金属A,嫁接制备得到单晶金属Au(111)的电子背散

射衍射(EBSD)结果。

具体实施方式

[0031] 下面结合具体实施例对本发明做进一步详细说明，但本方法并不限于以下实例。

[0032] 下述实施的方式中，所述方法如无特别说明均为常规方法；所述原材料如无特别

说明均能从公开商业途径而得。

[0033] 实施方式一：一种通过嫁接制备单晶金属的方法，包括如下步骤：

[0034] (一)、使用任意单晶金属作为嫁接的子晶，此处选用单晶Cu(111)；

[0035] (二)、将单晶Cu(111)放置于需要单晶化的多晶金属金之上；

[0036] (三)、将该铜箔放置于管式炉当中，通入Ar气体，流量为500sccm，然后开始升温，

升温过程持续60min；

[0037] (四)、温度升至1030℃时，通入H2气体，流量为100sccm，Ar流量保持不变，进行退

火过程，退火持续时间为100min；

[0038] (五)、退火结束后，关闭加热电源，以Ar和H2为保护气体，自然冷却至室温。

[0039] 本试验嫁接制备的单晶金Au的EBSD结果如图2(b)所示，可以看到，经过退火过程，
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单晶Cu(111)嫁接出和子晶一致的晶面单晶Au(111)。因此，我们通过嫁接的方法，得到了与

子晶的晶面方向一致的Au(111)。

[0040] 实施方式二：一种嫁接生长单晶金属的方法，包括如下步骤：

[0041] (一)、使用任意单晶金属作为嫁接的子晶，此处选用单晶Cu(100)；

[0042] (二)、将单晶Cu(100)放置于需要单晶化的多晶金属金之上；

[0043] (三)、将该铜箔放置于管式炉当中，通入Ar气体，流量为500sccm，然后开始升温，

升温过程持续60min；

[0044] (四)、温度升至1030℃时，通入H2气体，流量为100sccm，Ar流量保持不变，进行退

火过程，退火持续时间为100min；

[0045] (五)、退火结束后，关闭加热电源，以Ar和H2为保护气体，自然冷却至室温。

[0046] 经过退火过程，单晶Cu(100)嫁接出和子晶的晶面方向一致的晶面单晶Au(100)。

[0047] 实施方式三：一种嫁接生长单晶金属的方法，包括如下步骤：

[0048] (一)、使用任意单晶金属作为嫁接的子晶，此处选用单晶Cu(111)；

[0049] (二)、将单晶Cu(111)放置于需要单晶化的多晶金属金之上；

[0050] (三)、将该铜箔放置于管式炉当中，通入Ar气体，流量为500sccm，然后开始升温，

升温过程持续60min；

[0051] (四)、温度升至1030℃时，通入H2气体，流量为50sccm，Ar流量保持不变，进行退火

过程，退火持续时间为100min；

[0052] (五)、退火结束后，关闭加热电源，以Ar和H2为保护气体，自然冷却至室温。

[0053] 调节氢气流量，经过退火过程，单晶Cu(111)依然嫁接出和子晶的晶面方向一致的

晶面单晶Au(111)。
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图1

图2
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